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и оптических наблюдении Марса и иолнца ч»ии—**.« "·Α· ; " " " J " r~" „ п о с л е п у Ю п ш &
когда точность радиолокационных измерении была менее высокой, чем "™°=fg™4£»
годы, разности &D достигают для полученного решения 2 5 - 3 0 ] ^ ™ ^ _ £ £ £ ^
ной части мерного локационного интервала они не превышают 10 км Принимая во
внимание особенности рельефа Марса, имеющего перепады^сотдо 15 км )
тое согласование измеренных и расчетных дальностей можно считать вполне
ворителышм. Разности ДД для классических теории доходят на^ мерном в
до 80 км. Элементы орбиты барицентра системы Земля - Луна, полученные в
и втором этапах обработки, хорошо совпадают между собой: различия не выходят
за пределы, допускаемые формальными оценками ошибок их определения.Исключение
составляет только большая полуось орбиты, для которой в™?*8*™в

в

С™™*™1
6-Ю-8 а. е. Последнее, как показал предварительный анализ, может быть в некоторой
степени объяснено релятивистскими эффектами. „„«„„ν ГРППРНТТШ

На рис 2 приведены для 1977-1982 гг. отклонения прогнозируемых геоцентри-
ческих дальностей Венеры и Марса, вычисленных по « ^ ^ Г Г я Г ^ н е т Для
значений, полученных по определенным в настоящей работе 9 ° Р б и * а м планет· «*«
Венеры эти отклонения доходят до 500 км, для Марса - до 200 ™- Очеввдн0 чт*
в задачах, связанных с обеспечением полетов к Венере и Марсу, целесообразно исполь-
зовать вместо классических теорий новые теории движения этих., планет и оемли,.
построенные на основе радиолокационных наблюдении.
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ^ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
И ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

(19—20 декабря 1979 г.)

19 и 20 декабря 1979 г. в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН СССР
состоялась совместная научная сессия Отделения общей физики и астрономии и Отде-
ления ядерной физики АН СССР.'На сессии были заслушаны следующие доклады:

19 декабря

1. К. О. К е ш и ш е в, А. Я. Π а р ш и н , А. В. Б а б к и н . Поверхностные
явления в кристаллах Не*.

2. И. Л. Л а н д а у . Резистивные явления в сверхпроводниках первого рода.

20 декабря

3. В. П. Д ж е л е π о в, Экспериментальное исследование мю-катализа реакции-
синтеза ядер изотопов водорода.

4. Л. И. П о н о м а р е в . Задача ΐρβχ тел с кулоновским взаимодействием
и проблема мюонного катализа ядерных реакций.

53(048)

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
И ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

(23—24 января 1980 г.)

23 и 24 января 1980 г. в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН СССР
состоялась совместная научная сессия Отделения общей физики и астрономии и Отде-
ления ядерной физики АН СССР. На сессии были заслушаны следующие доклады:
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23 января

1. В . М . А г р а н о в и ч . Спектроскопия поверхностных поляритонов и свойства
поверхности.

2. Ю. А. О с и π ь я н. Дислокационная (квазиодномерная) электропроводность
в полупроводниках.

24 января

3. Д. Г. Л о м и н а д з е , Г. 3. М а ч а б е л и , А. Б. М и х а й л о в с к и й ,
Ю. П. О ч е л к о в, В. В. У с о в . Природа высокочастотного излучения пульсаров
и активность остатков сверхновых.

4. А. А. Г а л е е в , В. В. К р а с н о с е л ь с к и х . Плазменные механизмы
магнитосферных радиовсплесков Юпитера.

5. Последний доклад сопровождался следующими демонстрациями: Кинофильм
«Динамика атмосферы Юпитера по данным полета «Вояджер-1»».

6. Фонограмма «Звуки Юпитера».
Ниже публикуется краткое содержание четырех докладов.

539.211 (048)

В. М. Агранович. С п е к т р о с к о п и я п о в е р х н о с т н ы х п о л я -
р и т о н о в и с в о й с т в а п о в е р х н о с т и . В связи с развитием исследований
по физике поверхности в последние годы большое внимание уделяется изучению
различных свойств поверхностных электромагнитных волн — поверхностных поляри-
тонов (ПП). Такого рода волны способны распространяться вдоль поверхностей и гра-
ниц раздела сред, и закон дисперсии этих волн определяется не только диэлектриче-
скими проницаемостями контактирующих сред, но и особенностями спектра элемен-
тарных возбуждений в переходном слое х. Так как свойства среды вблизи поверхно-
сти, вообще говоря, отличаются от ее свойств в объеме, переходные слои присутствуют
всегда и для разных материалов в зависимости от характера взаимодействия имеют
толщину, изменяющуюся в довольно широких интервалах от d лг 10 А до d ж 100 —
— 1000 А. Наличие переходного слоя оказывает влияние на спектр ПП, что как раз
и открывает довольно широкие возможности изучения спектров элементарных возбуж-
дений поверхностей, границ раздела сред и тонких пленок. Наиболее сильным влияние
переходного слоя тонкой пленки на спектр ПП имеет место в случае (см. 1 i 2 ), когда
частота ω0 колебаний в переходном слое попадает в область перестройки частот ПП.
В спектре ПП при этом образуется щель Δ ~ ω0 Υ <ί/λ0, λ0 = 2πε/ω, что наблюдается
и экспериментально. Щель может быть особенно большой для области электронных
переходов. В работе Абелеса и его сотрудников 3 этот эффект наблюдался при изуче-
нии методом Η ПВО (см. х) влияния тончайших пленок на спектры ПП металлических
подложек. Так, при напылении на поверхность А1 пленок серебра толщиной d «
да 20—60 А величина Δ я» 0,5 эВ. Частота плазменных колебаний в серебре <в0 «
яв 3,7 эВ/й. Спектр же ПП на А1 простирается вплоть до частот ω$ ж 10 эВ/й, так что
частота (£>о попадает в область спектра ПП, найденного при учете запаздывания.

В работе 4 было показано, что при резонансе с ПП колебаний в переходном слое
наряду со щелью возникает также добавочная поверхностная волна, а вместе с ней
и проблема добавочных граничных условий для поверхностных волн.

Ранее указанные выше вопросы обсуждались лишь для изотропных переходных
слоев. В связи с этим была изучена 5 анизотропия величины щели, возникающая при
наличии анизотропного переходного слоя. В последнее время был выполнен ряд
исследований спектров монослоев, нанесенных на металлические подложки 6>7. В этих
экспериментах определяется зависимость коэффициента поглощения ПП от его часто-
ты. В работе ' были проведены первые наблюдения колебания монослоя хемадсорби-
рованного водорода на вольфраме. Частота колебаний ω0 = 1046 см-1 была измерена
с высоким разрешением. Найденная ширина линии оказалась равной δ ж 14 см"1,
т. е. почти на порядок меньшей ширины, определяемой методом характеристических
потерь электронов. В той же группе 8 были выполнены первые наблюдения эффектов
интерференции поверхностных волн с объемными волнами, возникающими при дифрак-
ции ПП на импедансной ступеньке. Такого рода измерения могут оказаться полезными
также и для наблюдения добавочных ПП.

В докладе обсуждаются также возможности самофокусировки ПП и другие вопро-
сы нелинейной спектроскопии ПП.
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Ю. А. Осипьян. Д и с л о к а ц и о н н а я ( к в а з и о д н о м е р н а я ) э л е к -
т р о п р о в о д н о с т ь в п о л у п р о в о д н и к а х . Основные представления
о влиянии дислокаций на электрические свойства полупроводников основаны на модели
дислокационной цепочки как на ряде атомов с оборванными химическими связями.
Эти атомы могут захватывать электроны из зоны проводимости, осуществляя тем самым
акцепторное действие. О величине акцепторного действия при введении дислокаций
можно судить, экспериментально изучая уменьшение концентрации электронов прово-
димости. Наряду с этим дислокации могут также оказывать и донорное действие. Меха-
низм донорного действия сводится к тому, что неспаренные электроны, отрываясь
от атомов, лежащих в дислокационных цепочках, попадают на акцепторные центры
и «забивают» их, уменьшая их концентрацию. Тем самым уменьшается вероятность
захвата тепловых электронов на акцепторные центры, т. е. уменьшается концентрация
свободных дырок в валентной зоне. Это также удалось экспериментально наблюдать
по уменьшению концентрации дырок в кристаллах р-типа при введении в них дислока-
ций. Об экспериментах в этой области я уже рассказывал на одной из научных сессий
нашего отделения несколько лет назад х.

Однако второй стороной дела при захвате электронов па дислокации или при
отдаче неспаренных электронов является тот факт, что дислокации оказываются элек-
трически заряженными. В случае отрицательно заряженной дислокации вокруг нее
образуется положительно заряженный цилиндр, заряд которого экранирует отрица-
тельно заряженную дислокацию. Наоборот, в случае положительно заряженной дисло-
кации внутри экранирующего цилиндра сосредоточены отрицательные заряды. Это
приводит к тому, что кристалл с дислокациями представляет собой гетерогенную
систему. Можно было полагать, что подвижность носителей тока вдоль и поперек
дислокационных линий, т. е. вдоль и поперек цилиндров, будет существенно разной.
И действительно, нам экспериментально удалось наблюдать резкую анизотропию
подвижности носителей тока вдоль и поперек введенных в кристалл дислокаций 2 .

Особым является случай, когда цилиндры, экранирующие дислокационные
заряды, пересекаются. Тогда возникают трудности для электронов проводимости,
выражающиеся в изменении условий протекания электрического тока. Однако все,
о чем было сказано выше, сводится к изучению влияния дислокаций на поведение зон-
ных электронов. Мы поставили своей целью попытаться проследить за поведением
захваченных дислокацией электронов или собственно электронов оборванных связей.
Нам удалось наблюдать явления дислокационной проводимости, которая сводится
к тому, что при низкой температуре, когда в зоне проводимости практически нет
электронов, наблюдается довольно значительная электропроводность, которая не зави-
сит от температуры и не сопровождается появлением эффекта Холла 3 .

Дальнейшие наши эксперименты были связаны с применением техники измере-
ния микроволновой проводимости. При измерениях на постоянном токе, когда для
обнаружения проводимости требуется движение носителя от контакта к контакту,
начинают играть роль всякие особенности в дислокационной структуре (пересечение
дислокаций, перегибы и ступеньки на них и т. д.). В СВЧ методах, даже если отрезок
дислокации, вдоль которого происходит движение дислокаций, короткий, все равно
может наблюдаться поглощение СВЧ сигнала. И, действительно, с помощью этого
метода нам удалось наблюдать резко анизотропное СВЧ поглощение, анизотропия
которого совпадала с анизотропией специально созданной дислокационной структуры.
Дислокационная структура в этих экспериментах представляла собой линии, парал-
лельные кристаллографическому направлению [110]. Число дислокаций, лежащих
вдоль этого направления, было в 10 раз больше числа дислокаций, лежащих вдоль
любых других направлений. Величина СВЧ поглощения, определяемая из формы
резонансной кривой, была также примерно в 10 раз больше, чем величина поглощения
во всех других направлениях.

На основании анализа температурной зависимости СВЧ поглощения, а также
зависимости величины поглощения от плотности дислокаций при различной концен-
трации доноров и акцепторов, удалось сделать предварительный вывод о модели дисло-
кационных зон в германии и кремнии 4~8.




